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１．概要（Summary） 

MOS キャパシタの絶縁膜中の電荷移動を評価するた

め、キャパシタの平面方向に電界をかけることができる

TEG を開発した。膜中にトラップされた電荷を動かすこと

が可能な十分大きい電界をかけるため、2 つの電極の距

離を可能な限り小さく、電極の隣接している面積を大きく

できるような、櫛形の電極を 2 つ噛み合わせたような電極

パターンを形成した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 プラズマ CVD装置 

 125kV電子ビーム描画装置 

 多目的ドライエッチング装置 

 化合物ドライエッチング装置 

 高速マスクレス露光装置 

 プラズマアッシャー 

 全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

P-Sub Si ウェーハ上に絶縁膜を ALDプロセスで成膜

し、1000℃、30 秒の熱処理を施した後、PVD プロセスで

TiN を 30nm 成膜し、NIMS 内の CVD 成膜装置にて

20nm SiO2 を成膜した。低感度ポジレジストを塗布して

EB 露光・現像し、SiO2 と TiN をエッチングし、櫛形の電

極パターンを形成した。その後 SiO2を 100nm 成膜して

その上に高感度ポジレジストを塗布してマスクレス露光し、

現像、SiO2エッチングしてコンタクトパターンを形成した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

（１）加工の形状 

走査型電子顕微鏡（SEM）による観察画像を Fig. 1に

示す。SEM画像を観察すると、パターンが正しく解像して

いる事が分かる。本方法では L / S ＝ 200 nm / 100 nm

が解像することが分かった。 

 

Fig.  1 SEM image of L/S=200nm/100nm 

（２）電気的特性 

作製したキャパシタについて、C-V 特性を取得した。

Fig. 2 に示す通り、通常のパターニングに比べて蓄積領

域の容量が小さく、反転領域の立ち上がりが見えた。蓄積

領域の容量が小さく、その原因として抵抗が増加したこと

や面積が設計通りになっていない、などが考えられるが、

その原因調査も含めて今後の課題とする。 

 

Fig.  2 CV characteristics of this work 
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